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【はじめに】 

カーボンナノチューブ薄膜トランジスタ

(CNT TFT)の p/n型制御のため、ポリエチレン

イミン(PEI)などを用いた化学ドーピング[1]が

よく用いられている。この方法では、ドーパン

トをチャネルに塗布する容易なプロセスで特

性制御が可能であり、我々はプラスチックフィ

ルム上に高移動度かつ大気安定性のある n 型

CNT TFTを実現してきた[2, 3]。一方で、集積回

路を実現するためには、p/n 制御のみならずし

きい値の制御も重要であるが、しきい値のばら

つきを含めてドーピングプロセスを検討した

例はほとんどない。以前報告した素子の場合、

しきい値のばらつきが見られた。今回、PEIと

ポリビニルアルコール(PVA)の混合溶液を素子

に塗布することにより、しきい値ばらつきの改

善が見られたので報告する。 

 

【実験方法・結果】 

ボトムゲート型 CNT TFTをポリエチレンナ

フタレート(PEN)基板上に作製した。チャネル

となる CNT 薄膜は転写法により形成した[4]。

PEI と PVA の混合水溶液を素子表面にスピン

コートの後、加熱乾燥し、ドーピングを行った。

素子特性の測定は、真空中でベーキング(150 

degC, 15 h)を行い、大気由来の分子を脱着した

後、真空中にて行った。 

作製した素子は Fig. 1に示すように n型の特

性を示し、PVA 中に PEI を分散した場合にお

いても n 型ドーピングが可能であることを確

認した。複数の素子についてしきい値電圧につ

いて評価した結果を Fig. 2に示す。PEIのみを

塗布した場合、平均<VT> = 0.05V、標準偏差

(VT) = 0.45 Vであったのに対し、PEIを PVA

に分散した場合、平均<VT> = V、標準偏差

(VT) = 0.17 Vであり、ばらつきの改善が認め

られた。 
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Fig. 1 ID-VGS特性.挿入図は素子構造. 

  

Fig. 2 しきい値の分布. 
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